Схемотехника
Вариант 3 
3. Механизмы процессов генерации и рекомбинации свободных носителей заряда в полупроводниках. Равновесная и неравновесная концентрация носителей заряда. Закон действующих масс. Время жизни неравновесных носителей.
21. Коэффициент передачи транзистора по току в схеме с общей базой α . Коэффициент усиления по току транзистора в схеме с общим эмиттером- β.

39. Коэффициент передачи аналогового устройства (АУ). Графическое представление. Частотные характеристики. 

57. Коррекция амплитудно-частотных характеристик в области нижних частот с помощью фильтра в цепи коллектора. Принцип действия, схема.

75. Гибридные интегральные микросхемы. Тонкоплёночная и толстоплёночная технологии.

Задача 1. Задан обратный ток I0, мкА  полупроводникового диода при Т, K. Определить сопротив​ление диода постоянному току и его дифференциальное сопротивление при известном прямом напря​жении Uпр, мВ (табл. 2).
	№ варианта
	3

	I0 мкА
	3

	Т °К
	330

	Uпр мВ
	230


          Задача 2. Известен обратный ток насыщения некоторого диода I0 с барьером Шотки. Диод соеди​нен последовательно с резистором и источником постоянного напряжения смещения Eсм, так что на ди​од подается прямое напряжение. Определить сопротивление резистора, если задано падение напряже​ния на нем UR,B (табл. 3).

	№ варианта
	3

	I0 мкА
	1,2

	Eсм В
	0,8

	UR В
	0,4


Задача 3.
        По входной характеристике транзистора (рис. 1) определить сопротивление резисторов в цепи базы (рис. 2) при условии, что ток смещения базы равен Iбс, при напряжении питания Ек = 5 В. Использовать данные табл. 4. 
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	Величина
	Номер варианта

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iбс, мА
	
	
	0,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Задача 4.
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Рис. 3.

Определить для показанного на рис. 3 усилителя приближенное значение коэффициента усиления по напряжению, а также входное и выходное сопротивления. Значения RК, Rб, h11, h21э указаны в табл.5. 

	Величина
	Номер варианта

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rб, кОм
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rк, кОм
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        h11, Ом
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        h21э 
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	


